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 چکیده
به خاطر بازده بالا و هزینه  راًیاخ پروسکایتخورشیدی  یهاسلول

. ماده جاذب در این ساختار اندقرارگرفتهجهانی  موردتوجهساخت کم 

اینکه تولید واقعی از  به دلیل. باشدیم 1متیل آمونیوم سرب یدید

این لایه از اهمیت بالایی  افتدمیبار تنها در این لایه اتفاق حامل 

دلیل  به باشد. چندلایهیک یا  تواندیمجاذب  هیلا .برخوردار است

 هاآنبر اساس سازگاری  هاهیلااین لایه جنس سایر  العادهفوقاهمیت 

و سلول خورشیدی را با نام لایه جاذب آن  شودیمبا این لایه انتخاب 

و از  2سیلواکو سازهیشب افزارنرمتوسط  سازیشبیه. این سندشنایم

خواهیم دید که  سازیشبیهکه پس از  ردیگیمماژول اطلس انجام 

سلول  بازده، ضریب پرکنندگی، جریان اتصال کوتاه و ولتاژ مدارباز

حفره در مقایسه با زمانی  دهندهانتقالبدون  پروسکایتخورشیدی 

 .باشدیم ترحفره در ساختار داریم کم دهندهانتقالکه لایه 

 کلیدی یهاواژه

 دهندده انتقدال  آمونیوم سرب یدیدد، سدیلواکو،   لیمت پروسکایت،

 حفره

 

 مقدمه
ترین راه برای تبدیل انرژی خورشید به الکتریسیته، مستقیم

این روش هنوز جزء  اگرچهاست،  های فتوولتاییکاستفاده از سلول

بازده  شدنمطرحبا  .ای تجدیدپذیر استهترین فناورییکی از گران

خورشیدی امروزه نسل  یهاسلولساخت پایین  یهانهیهزبالا و 

پیشرفت سریع  حال ساخت و خورشیدی در یهاسلولدیگری از 

با پیشرفت نانو فناوری نیز  هانهیهزکه علاوه بر کاهش  باشندیم

از خورشیدی پروسکایت نسل جدیدی  یهاسلول همراه شده است.

 یهاسلولدر دسته  توانندیمکه  باشندیمخورشیدی  یهاسلول

قرار گیرند که با توجه به بازده  نازکلایهخورشیدی رنگدانه ای و 

و هزینه ساخت بسیار پایینشان در  ( درصد21) هاآنبسیار بالای 

 خورشیدی بازده بالا از قبیل سیلیکونی، یهاسلولمقایسه با سایر 

دانشمندان  موردتوجهبسیار  و گالیم آرسناید، 3تلوراید میکادم

                                                 
1 CH3NH3PbI3 
2 Silvaco 
3 CdTe 

 موردمطالعهمختلفی  یهایفناوراست. بر این اساس مواد و  قرارگرفته

یکی از قطعات فوتو  پروسکایت. سلول خورشیدی اندقرارگرفته

. مواد با دیآیم حساببهبازده و هزینه ساخت  ازنظرولتاییک مناسب 

 MBX3 بعدیسهترکیب  تصوربه طورکلیبهساختار پروسکایت 

-I-IV صورتبهباشند که امروزه ترکیبات پروسکایت هالیدی می

VII3متیل آمونیوم سرب  .، توجه زیادی را به خود جلب کرده است

مهم این  یژگیو .باشدیمدر این مقاله  موردبررسیماده جاذب یدید 

ماده انرژی شکاف باند مستقیم آن است که مقداری نزدیک به مقدار 

بهینه مطابق با طیف خورشیدی برای تبدیل حداکثر انرژی 

ضریب جذب بالای  و ev5/1فوتوولتاییک دارد. شکاف باند مستقیم 

از به این معنی است که در گستره وسیعی  (>cm /411*1این ماده )

با  یهافوتونانتظار داشت.  سلولرا از  ییبهره بالا توانیم هاموجطول

 نیاجذب  ،ماده جاذبشکاف  یاز انرژ شتریب یانرژ بام و ک موجطول

 یهاسلول یبرا یمناسب ٔ  مادهاین ماده،  بیترتنیابه .شوندیمماده 

 یبالا جذب بیتوجه به ضر با. دیآیم حساببه پروسکایت یدیخورش

، تنها ضخامت آن Eg از  شتریب یبا انرژ یهافوتون یبرا جاذب ماده

 یدیخورش فیط یهافوتوناز  99جذب % یبرا جاذب لایهاز  یکم

AM1.5 کمتر از  برابر 111 مقدار حدوداً نیاست که ا یکاف

 .است یستالیکر کونیلیس یدیخورش یهاسلولضخامت 

 سلول یهامشخصه لواکویس افزارنرمبه کمک  مقاله نیدر ا

هدف این تحقیق مقایسه  .شوندیممحاسبه  پروسکایت یدیخورش

و بدون حفره  دهندهانتقال با لایه تپروسکایخورشیدی  یهاسلول

 .باشدیمپارامترهای سلول  یسازنهیبه درنهایتو  این لایه

 

 حل عددی

است که  p-nحالت یک پیوند  نیترسادهیک سلول خورشیدی در 

ولتاز آن مطابق شکل زیر به ناحیه چهارم -مشخصه جریان

ریان اتصال . جدهدیم، به این معنی که به بار توان تحویل شدهمنتقل

نوری هستند که توسط  ٔ  تولیدشده یهاحاملکوتاه سلول برابر با 

اما با توجه ؛ اندشدهمنتقلخارجی  یهانالیترممیدان جداسازی و به 

 یهاحاملموجود در قطعه این مقدار همواره از  یهابیبازترکبه 

 کمتر است. تولیدشدهنوری 
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